
2021년 한국전자파학회 

하계종합학술대회

2
0

2
1

년
 한

국
전

자
파

학
회

  하
계

종
합

학
술

대
회

디지털 대전환 시대의 전파 융복합

2021년 한국전자파학회 

하계종합학술대회
2021년 8월 18일(수) ~ 8월 21일(토)

라마다 프라자 제주

안리쓰 코퍼레이션, 동우화인켐, 케이엠더블유, LIG넥스원, 태진티엔에스

LG히다찌, LPKF, ㈜웨이비스, 넥스트론, 대영유비텍, 모아소프트, ㈜이앤알, ㈜지오셋아이, 퀄컴, 한화시스템
SKT, 투와이 시스템즈, SJ정보통신, KT, LICT, 다인시스템, 올포랜드, ㈜에이치시티, ㈜창우통상, 크리모㈜, 하이게인안테나
한국조선해양기자재연구원, 한국표준과학연구원 전자파물질상수데이터센터, 홍익대학교 메타물질전자소자 연구센터
UNIST 무전원 모바일 트랙커 연구센터, 숭실대학교 지능형 바이오 메디컬 무선전력전송 연구센터
한국전파진흥협회 전자파기술원, SK브로드밴드

KAIST 초소형 SAR 군집위성 연구센터, 서울대학교 차세대 전자파 융합 시스템 소프트웨어 연구센터, 성원포밍 
센서뷰, 씨앤지마이크로웨이브, 알에프코어, 알트소프트, 알티테크, 이너트론, 케이던스, 텔콤인터내쇼날 
포항공과대학교 5G/6G 융복합 RF 기술 연구단, ㈜담스테크, ㈜휴라, 한양대학교 응용생체전자연구실 
고려대학교 테라헤르츠연구사업단, KAIST 초연결 EMC 연구센터

협  찬

한국과학기술단체총연합회, 제주컨벤션뷰로, 제주특별자치도후  원

https://conf.kiees.or.krhttps://www.kiees.or.kr

주 최

04376 서울특별시 용산구 새창로 217 토투밸리 706호 (한강로2가 2-37)

Tel : 02-337-9666 / 332-9665     Fax : 02-6390-7550

E-mail : kees@kiees.or.kr

Program Book

Program Book Program
 B

ook



67

KIEES Summer conference 2021

2021년 한국전자파학회 하계종합학술대회

구두 발표

국립전파연구원 전파시험인증센터 특별세션
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김영호°, 맹대영, 임종혁, 이승찬*, 김광철*, 최철민**, 이재석**, 박정규 (국립전파연구원 전파시험
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C-Ⅶ-01 16:00~16:15 mmWave 대역 5G 무선 이동 통신 시스템용 SPDT 스위치
이대한°, 이재훈, 임종식*, 정용채** (전북대학교 전자정보공학부,순천향대학교 전기공학과*,전북대
학교 전자공학부**)

C-Ⅶ-02 16:15~16:30 High DC-to-RF Efficiency E-band Frequency Quadrupler in 28-nm FD-SOI CMOS
이강섭°, 김경환, 송호진 (POSTECH)

C-Ⅶ-03 16:30~16:45  A Compact E-band Transmitter for supporting high-speed RadCom Systems in 40-
nm CMOS
김경환°, 이강섭, 송호진 (POSTECH)

C-Ⅶ-04 16:45~17:00 Offset 상쇄 기반 다중모드 레이다용 SAR ADC
이진섭°, 조춘식 (한국항공대학교)

C-Ⅶ-05 17:00~17:15 Reconfigurable UWB Circularly Polarized Antenna
Sirous Bahramidashtaki°, Ho-Jin Song (POSTECH)
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mmWave 대역 5G 무선 이동 통신 시스템용 SPDT 스위치
이대한*o, 이재훈*, 임종식#, 정용채*

*전북대학교 전자정보공학부, #순천향대학교 전기공학과
*ycjeong@jbnu.ac.kr

Ⅰ. 서론

최근 mmWave 주파수 대역을 사용하는 5G 무선 이

동 통신 시스템 시장은 전 세계적으로 가장 많은 주목

을 받고 있다. 무선 이동 통신 시스템에서 가장 핵심

기술은 가정집, 아파트 및 사무실 빌딩 등에서 사용 가

능한 Gigabit fixed wireless access (FWA)이다. 이를

위해 빔포밍 기술이 가장 보편적으로 적용되고 있다.

따라서 전단부의 송수신 시스템을 제어하는 SPDT 스

위치의 설계가 요구된다. SPDT 스위치 설계에서는 송

수신단의 주파수 응답, 삽입 손실, 격리 특성 및 동작

전력 능력이 중요하다.

이 논문에서는 송수신단의 낮은 삽입 손실을 가지며,

송신단의 동작 전력 능력을 개선시킬 수 있는 비대칭

구조의 SPDT 스위치를 제안한다.

Ⅱ. 본론

제안된 SPDT 스위치는 송수신단에 각각 λ/4 전송선

로를 사용하며, λ/4 전송선로에 단락 트랜지스터를 부

착하였다. 또한, 각 송수신단의 부착된 트랜지스터의 사

이즈를 동일하게 하지 않은 비대칭 구조로 구현하였다.

게이트 바이어스 전압에 의한 트랜지스터 On/Off 상태

에서 회로의 Open/Short 특성을 보완하기 위해서 트랜

지스터의 드레인에 직렬 커패시터와 단락 커패시터를

부착하였다.

Ⅲ. 시뮬레이션 결과

그림 1은 제안된 SPDT 스위치의 EM 시뮬레이션 결

과이다. 그림 1(a)는 송수신단의 S-파라미터 특성을 보

이고 있다. 중심 주파수 28 GHz에서 송신단의 반사 손

실은 28.11 dB, 삽입 손실은 0. 73 dB 그리고 격리 특

성은 23.13 dB이며, 수신단의 반사 손실은 23.16 dB, 삽

입 손실은 1.98 dB 이다. 또한, 그림 1(b)는 송신단의

동작 전력 능력 특성을 보이며, P 1dB는 25 dBm의 값을

가진다.

Ⅳ. 결론

이 논문에서는 낮은 삽입 손실을 가지며, 동작 전력

능력을 개선시키는 비대칭 구조의 SPDT 스위치를 제

안했다. 제안된 SPDT 스위치는 mmWave 대역에서 전

단부 시스템의 핵심 부분으로 사용 될 것이다.
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그림 1. 제안된 SPDT 스위치의 EM 시뮬레이션 결과: (a) S-
파라미터, (b) 송신단의 P 1dB.
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